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POLOVODICOVE PAMETI = PAMETI PROM

MHB 2616 ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNA NMOS PAMET

20488 BITU

ENEKTPHUHECKW NPOTPAMYPYEMOE N3Y 2048x8 e ELEKTRICALLY PROGRAMMABLE NMOS PROM 2048x8 »

2048X8 ELEKTRISCH PROGRAMIERBARER NMOS SPEICHER

Programovana pamat PROM s kapacitoa 16 384 bit.

Organizacia pamati: 2048X8 bit
Technolégia vyroby: NMOS

Stupern integracie: 10 5
Puzdro: DIL 24

Hmotnost: max. 3,5¢g

Pamat sa vyznacuje

— priamo zlGc¢itelna s obvodmi TTL

— jedno napajacie napatie Uy, =5V

— vystupy su trojstavové, aktivovat ich mozno signalom CS

— pripojenim vstupu PD/PGM na uroven U,, mozno vystupy 00
az 07 tiez nastavit do neaktivneho stavu — rezim Gsporného
napajania.

Popis funkcie

a7 [1] 24] Uee
A6 02 3 As
A5 03 22 A9
YA A 71 Upp
A3 [05) 20 CS
A2 B8 wua 2518 [dAW
m 7 8] P/PoM
Ap 08 77
og 9 5] 061
01 fo 5] 05
02 [ 1] 04
Ugg@ 303
Zapojenie vyvodov

Integrovany obvod MHB 2616 je programovatelna paméat ROM o kapacite 20488 bitov s naprogramovanim
u vyrobcu. Integrovany obvod MHB 2616 je vyrobeny technologiou NMOS s jednym napajacim napéatim U,
= 5V, (Uss = OV). Pamétové bunky su rieSené technikou plavajiceho hradla.

V rezime Citania Upp = +5 V funkcia obvodu je plne staticka. VSetky vstupy a vystupy st kompatibilné s TTL,
vystupy su trojstavové, aktivovat ich mozno signalom TS. U obvodu MHB 2616 pripojenim vstupu
PD/PGM na uroven U mozno vystupy 00 < 07 nastavit do neaktivneho stavu (rezim Gsporného napajania).

Vyber adries je rovnaky ako v rezime Citania, (daje sa privadzajd na privody 00 + 07. Logické Grovne

AQ + A10, 00 + 07 su rovnakeé ako v rezime Citania.

Prehlfad nastavenia obvodu:

Stav privodov

Rezim
01 az 08 CS PD/PGM Uep (V)
1 usporné napajanie vysoka impedancia X Uy +5
2 neaktivny vysoka impedancia Uy X +5
itanie Dayr U, U, +5
Medzné hodnoty:
Napétie Ugp oproti Ugg podas programovania —03az+7V
Napétie ostatnych privodov oproti Ugg —03az+7V
Stratovy vykon max. 1 W
Rozsah pracovnych tepldt 0az70°C
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Menovité hodnoty statické:

Uss =0 V; Uge = +4,75 a2 +5,25 V; #, = 0 a2 +70 °C

| Hodnota
Parameter Oznact. Jedn. Poznamka
min. max.
Odber zo zdroja U, v ispornom rezime by mA 25 CS = U,; PD/PGM = U,
Odber zo zdrdja U v aktivnom rezime lece mA 100 CS=U,; PD/PGM= U,
Prad vyvodu U, 5l mA 5 Ups=5,85V; PD/PGM= U,
Zvodovy prid vstupov Iy nA 10 U=525V
| Zvodovy prud vystupov v neaktivnom stave loL WA 10 Us=525V
I Vstupna uroven L U, v —0,1 0.8
Vstupna Uroven H s vV 2.2 Uget1
Vystupna uroven L Uas, v 045 lgp=21mA
Vystupna uroven H Uay v 2.4 oy =—0,4 mA
Kapacity vyvodov: Uge=0V; Ugg=4+5,0V; f=1MHz; &, =25°C
Kapacita vstupov Cu 6 pF U=av
Kapacita vystupov Cour 12 pF Us=0V

Menovité hodnoty dynamické — Rezim éitania a rezim Usporného napéajania: Ugs=0V;
Uge=+475a2+525V; Upp = U, =106V, d,=0az+70°C
Hodnota
Parameter Oznad. Jedn.
min. max.
Oneskorenie vystupov Udajov od adries tacct ns 450
Oneskorenie vystupu udajov od PD/PGM Lircs ns 450
Oneskorenie vystupov udajov od TS leo ns 120
Oneskorenie neaktivneho stavu vystupu udajov od PD/PGM loe ns 100
Presah aktivneho stavu vystupov udajov po skonéeni CS Ioe ns 0 100
Presah aktivneho stavu vystupov udajov po prepnuti adries ton ns 0

Peoznamka: Urovne vstupnych priebehov: 0,8 Va 2,2 V.

Rozhodovacie urovne vstupnych priebehov: U, =1V; U, =2 V.

Trvanie éela a tyla vstupnych priebehov: 20 ns.

Na vystupy je pripojené nap. U= 2,09 V cez odpor R = 760 Q a kapacitou C = 100 pF.
Rozhodovacie urovne vystupov: Ug, =08 V; Uy, =2 V.

Casové pribehy:

Rezim Citania (aktivny rezim)

PD/PGM = U, A 4 N _Qjm_ 5
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Rezim (Usporného napéjania e
TS= U, AF<A1D N

og-07 [N




